
 

Fig. 2 Magnetic susceptibility for GOs 
 

Fig.1 FT-IR for GOs and Graphite 
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 炭素の蜂の巣状格子からなるグラフェンは端や欠陥の導入によって副格子の対称性が

破れ，スピン磁性を発現することが知られている．グラフェンに酸素含有官能基を導入し

た酸化グラフェン(GO)では化学的に副格子の対称性が変調されている．合成方法による構

造の差が示唆されているが，異なる方法で合成された GO の特性に関する研究はほとんど

ない[1]．本研究では Hummers 法，Brodie 法の 2 種類の合成法からそれぞれ Hummers GO 
(HGO), Brodie GO (BGO)を合成し，構造，磁性の評価を行った．GO およびグラファイト

の FT-IR スペクトルを図 1 に示す．GO ではエポキシ基，ヒドロキシル基，カルボキシル

基，カルボニル基 の存在が確認でき[2]，酸化により酸素含有官能基が導入されているこ

とがわかる．特に，HGO はヒドロキシル基を BGO に対し高い割合で含み，一方で BGO
はエポキシ基を高い割合で含んでいることがわかる．図 2 に静磁化率測定の結果を示す．

静磁化率から求めた局在スピン濃度では HGO (Ns = 2×1019) は BGO (Ns = 2×1018) より

大きな値を示した．HGO は BGO に比べ強いスピン磁性を示すことがわかる．ヒドロキシ

ル基が導入される場合，AB 副格子点の一方にのみ結合するためグラフェン面内で AB 副

格子点の対称性が破れる．この対称性の破れは局所的な磁性を発現させるため，比較的高

い割合でヒドロキシル基を含む HGO は BGO に比べ強い磁性を示すと考えられる[3]． 
[1] A. V. Talyzin et al, Nanoscale, 6, 272, (2014). [2] J. Guerrero-Contreras, F. Caballero-Briones, 
Mater. Chem. Phys., 153, 209 (2015). [3] K. Tajima et al, Polyhedron, (2017). 
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